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摘要(译)

本发明提供一种具有高线性度和低电功率损耗的双向模拟开关的半导体
器件。还提供一种具有高检测精度的超声波诊断装置，包括半导体器
件。一种双向模拟开关的半导体器件，包括能够双向导通或截止的开关
电路和用于开关电路的内置驱动电路，其中驱动电路连接到第一和第二
电源，第一电源电压高于施加到开关电路的输入/输出端子的信号的最大
电压，第二电源电压低于施加到开关的输入/输出端子的信号的最小电压
电路，并且所述驱动电路包括串联连接在所述第一电源和所述开关电路
之间的齐纳二极管和p型MOSFET。
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